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人工光合成技術において、SiC を光電極に用いることで比較的高い効率で太陽光を水素エネルギ

ーに変換可能であることがわかっている[1-4]。しかしながら、その効率は理論的に予測されるも

のに比べると未だ低く、その原因の解明が望まれる[2]。本研究では、光電流の分光感度特性を測

定することで、SiC内部のどの深さまでで吸収された光が利用されているかを検討する。 

硫酸水溶液を電解液とした３電極系の電気化学セルに浸した p型 4H-および 3C-SiCエピタキシ

ャル膜に対し、ソーラーシミュレータを分光して照射し光電流を観測した。得られた光電流を量

子効率に変換した図を 4H-SiC について図１に、3C-SiC について図２に示す。ここで、実験値が

270 nm 以下でほぼゼロになっているのは、光が弱く光電流が検出限界以下になったためである。

また、比較として、表計算ソフトにより SiC の空乏層と拡散長の範囲で吸収される各波長のフォ

トン数を光電流とした特性(Photon integ.)、および AMPS-1D[5]という一次元太陽電池シミュレー

タにより SiC ショットキーバリア太陽電池構造から見積もった特性（AMPS-1D）も示す。ここで、

Photon integ.と AMPS-1Dにおいてはキャリアライフタイムを 100 nsと仮定した。図１に示される

ように 4H-SiC においては量子効率の実験値は Photon integ.および AMPS-1D に比べ低いものの、

感度を有する波長範囲（270-370 nm程度）は同じであるため、4H-SiC のは仮定した 100 nsに近

いと考えられる。一方で図２に示される 3C-SiCの実験値は、Photon integ.および AMPS-1D に比べ

て 350-530 nm付近の感度が低い。つまり、3C-SiC のは仮定した 100 nsより小さいと考えられ、

深くまで侵入したフォトンを光電流に変換できていないと考えられる。従って 3C-SiCによるエネ

ルギー変換効率を向上させるためにはの向上が重要であることが示された。 

本研究は高橋産業経済研究財団および JSPS科研費 25107516の助成を受けたものです。 
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図２ 3C-SiC の分光感度特性の実験値、＝

100 nsの場合の吸収フォトン数からの計算値

およびAMPS-1Dによるシミュレーション値。 

 

図１ 4H-SiC の分光感度特性の実験値、＝

100 ns の場合の吸収フォトン数からの計算値

および AMPS-1Dによるシミュレーション値。 
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